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1. dwTtoAboypapxn pébodoc. Na mepLtypopody tor Briuoto Tpoypotomolnong evog Tpovli-
otop BJT pe v texvoroyio epitaxial planar.

2. Taon xotw@Aov. ATd ToLodg TaPAYoVTES EE0PTATOL

o) oto SLTTOALXE TPaVLLOTOP ETTOPNG,

) ota tpavliotop MOS emidpaorg mediov xoun

Y) Tt emnpedilet; ‘Exet ouvémeleg oTNY XATOVAAWOY LoXDOG XUXAWUATLWY CMOS;

3. Xpovixn VOTEPNON OE OAOXANPWUEVO XOXUAWUO. AT TTOLODG TTOPAYOVTES EEXQTATOL;

[Moyg avtipetwriletor v OeppoPoabido o OAOXANPWUEVO. XOXADUOTA,

4. Edv pe to0 aOUBoAa ., £, TopLaTaVoLpE TO EHPOC XA TO LHXOS OVTLGTOL 0L TOL SLOWOAOL GE
évor ohoxANPwEévo Tpavliotop MOS, tdte, 0 Adyog w./l Tpémer vo AapBdvel péyiotn B Aot
TLUN, WOTE VO CUUTIEQLYPEPETOL ETWPEANS 1 SLATAEN amtd &modhm

o) TOXOTNTOGC;

B) xotavdAwaorg,

Y) exAvopevng Bepudtnrog ot

0) amddoong, No yivel oyoAtoou.dc.

5. Na amodobody oynuatizd oL QUOLXES YWENTXOTNTES O TuYaio xUxAwUa 300 PBobuidwy
MOSFET xow va eEnyndel o pérog toue.

6. Noa viver puotxdg oyedioopdg ToAng NAND 3o eod6dwv pe texvoroyion CMOS.

Atdpxeto eEgtaong: 90 min



